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Figure 1E

(57) Abstract: The method comprises the following steps: - providing a receiving substrate (20) and a donating substrate (10) succes-
sively comprising: a support substrate (11), a sacrificial layer (12) which can be selectively etched in relation to an active layer (13)
and a silicon oxide layer (14) which is arranged on the active layer (13); - forming a cavity in the oxide layer (14) in order to form a
first portion (14a) which has a first thickness and a second portion (14b) which has a second thickness greater than the first thickness;
filling the cavity with polycrystalline silicon (40) so as to form a surface (4 1) which is continuous and substantially planar; - assembling
the receiving substrate (20) and the donating substrate (10) at the surface (41); eliminating the support substrate (11) while preserving

the active layer (13) and the sacrificial layer (12).
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(57) Abrégé : Le procédé comporte les étapes suivantes : - Fournir un substrat receveur (20) et un substrat donneur (10) comportant
successivement : un substrat support (11), une couche sacrificielle (12) pouvant étre gravée sélectivement par rapport a une couche
active (13), et une couche d'oxyde (14) de silicium disposée sur la couche active (13); - Former une cavité dans la couche d'oxyde (14)
pour former une premiere portion (14a) ayant une premicre épaisseur et une deuxiéme portion (14b) ayant une deuxieéme épaisseur
supérieure a la premiére épaisseur; - Remplir la cavité par du silicium poly-cristallin (40) de sorte a former une surface (41) continue et
sensiblement plane; - Assembler le substrat receveur (20) et le substrat donneur (10) au niveau de la surface (41); - Eliminer le substrat
support (11) en conservant la couche active (13) et la couche sacrificielle (12).



